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１．概要（Summary） 

物理モデルを用いたシミュレーションにより予測

されている、棒状粒子と球状粒子の混合系において、

棒状粒子の形成するスメクチック相の層間に球状粒

子が偏析し層間隔を広げる現象を、筆者らは非常に分

子量分布の狭い剛直な棒状高分子に球状の分子を混

合することにより発見した。発見した層状構造

（Figure 1）を、金属細線のナノパターニングのため

のマスクとして用いることを企図して、棒状高分子が

ストライプパターンを深堀エッチングしたシリコン

基板上で縁に平行に配向する性質を利用した、グラフ

ォエピタキシによるスメクチック相の配向制御を検

討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

反応性イオンエッチング装置 サムコ社製：RIE-10NRV 

【実験方法】 

シリコン基板上に、凸部幅 1-20 μm のストライプ

パターンを、メタルマスクで深堀エッチング（10 μm）

し、この基板上に棒状高分子／球状分子混合系の溶液

をスピンコート／熱アニールし、走査型プローブ顕微

鏡（AFM）によりシリコン基板上のサンプルのスメク

チック相構造を観察した（Figure 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

縁に平行に配向する長さはせいぜい 1μm 程度であ

り、全面の配向を制御するにはピッチを 2μm 以下に

しなければならないことが分かった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 
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Figure 1 AFM images of rod-like polymer/
spherical molecule mixture. 

Figure 2 AFM image of smectic layers at the edge 
of trench on a silicon wafer. 


